
Badanie odporności radiacyjnej detektorów typu PiN-dioda na 
oddziaływanie z ciężkimi jonami. 
 
Niszczenie detektorów półprzewodnikowych przez promieniowanie jonizujące jest  zjawiskiem 
powszechnie znanym. W szczególności odporności radiacyjne diod- typu PiN, używanych w 
różnych układach pomiarowych, były przedmiotem badań - w przeszłości. Zbadano reakcję 
tych detektorów na wysoki strumień kwantów gamma [1], neutronów [2], protonów i 
elektronów [3]. Stosunkowo mało jest jednak prac przedstawiających skutki oddziaływania 
strumienia ciężkich jonów z detektorami typu PiN-dioda. W 2004 roku opublikowano wyniki 
badań uszkodzenia radiacyjnego PiN-diod o grubości 300 µm naświetlanych stosunków 
lekkimi jonami Li o fluencji w zakresie od 1x1012 do 1,83 x 1013 jonów/cm2 [4]. 
 
Trudno jednak znaleźć w literaturze szczegółowe informacje o wpływie uszkodzenie 
radiacyjnego na własności spektrometryczne detektorów. A to właśnie pogarszanie się jakości 
widma energetycznego rejestrowanych cząstek wyznacza zakres stosowalności detektora. Jest 
to szczególnie ważne przy projektowaniu układów detekcyjnych, które mają pracować przy 
dużych strumieniach cząstek naładowanych. 
 
Ćwiczenie polega na próbie kontrolowanego zniszczenia radiacyjnego detektora typu PiN-
dioda o grubości 300 µm, które będzie naświetlane kontrolowanym strumieniem jonów 
12C/20Ne o energii 20 MeV/40 MeV. Uczestnicy będą mieli za zadanie zaobserwować i 
zanalizować jakościową i ilościową zmianę własności spektrometrycznych detektora typu PiN-
dioda pod wpływem naświetlania ich strumieniem ciężkich jonów. Liczbę cząstek padających 
na detektor będzie kontrolowana przy wykorzystaniu zjawiska rozpraszania Rutherforda. 
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